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 ペロブスカイト型Mn酸化物La1-xSrxMnO3（LSMO）は、ホールドープや圧力により

巨大磁気抵抗効果や金属−絶縁体転移等の特異な物性を示すため、盛んに研究が行わ

れている。これらの特異物性を解明するためには、電子状態のドープ量、バンド幅と

いった電子論的パラメーター依存性に関する知見を得ることが必要不可欠となる。そ

こで、ドープ量・（基板）圧力の異なるLSMO単結晶薄膜をレーザー分子線エピタキ

シー法で作製し、そのin situ角度分解光電子分光（in situ ARPES）測定を行った。 
 図1にin situ ARPESスペクトルより決定したLSMO x = 0.1〜0.4 /SrTiO3（STO）薄

膜、及びLSMO x = 0.4 /LaAlO3（LAO）薄膜のバンド構造（Γ-X方向）を示す。LSMO 
x = 0.4 /STO薄膜で明瞭に観測されているMn 3deg (3x2-r2) majority bandに基づくエ

レクトロンポケットが、ホールの減少に伴って徐々に消失していくことが明らかにな

った（図1(d)→(a)）[1]。また、このエレクトロンポケットは、圧縮応力を受けたLSMO 
x = 0.4 /LAO薄膜においても消失する様子が明瞭に観測された（図1(e)）。これらの結

果は、フェルミ準位近傍におけるMn 3deg状態のスペクトル強度移動に伴った擬ギャ

ップあるいはギャップ形成が、LSMOの金属—絶縁体転移の起源であることを示して

いる。 
 

図 1：In situ ARPES スペクトルより決定した LSMO (a) x = 0.1、(b) x = 0.2、(c) x = 0.3、(d) 
x = 0.4 /STO 薄膜、(e) LSMO x = 0.4 /LAO のバンド構造（Γ-X 方向）。図の黒い部分がエネルギ

ーバンドに対応する。 
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